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Telefunken Transistor BF255

Datasheet

BF 195 - BF 255

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren fiir Vor- und

Mischstufen bis in den UKW-Bereich.

Silicon NPN epitaxial planar RF transistors for input- and mixer stages

up to VHF range.
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Kunststoffgehiuse
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Gewicht - Weight
max. 0.2 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustieistung

tamb = 45°C
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BF 255
Kunststoffgehiuse
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Gewicht - Weight
max. 0.2g

30 v
20 ')

] v

30 mA

1 mA,
300 mw
150 °C
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Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Rinaa 350 "C/W
Statische KenngriéBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25° c
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I = 10 pA U{HH:ICBD 30 1)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ig = 2mA U{EHJCED 1 20 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
g = 10 A UsrEeso 5 v
Basiz-Emitterspannung
Ueg = 10V, g = 1 mA Ugg 650 680 T40 mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Upg = 10V, I = 1mA hee 36 67 125
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur ty o, = 25°C
Transitfrequenz
Uog = 10V, lp =1 mA, f = 100 MHz fr 200 MHz

'
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Rickwirkungskapazitat

Upg = 10V, lp = 1mA, f = 0.45MHz
Rauschmag

Ueg = 10V,lg = 1mA,Rg = 500,

f=1MHz
Upg = 10V, g = 1mA, Rg = 100 Q,
f = 100 MHz

MischrauschmaBg
Upg = 10V, g = 1mA, Rg = 600 Q,
f=1MHz
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Fe

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tympy = 25°C
Emitterschaltung

Ucg = 10V,Ig = 1mA, f = 0,45 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz
KurzschluB-Rickwartssteilheit

KurzschluB-Vorwartssteilheit

KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Emitterschaltung

Upg = 10V, Ic = 1mA, f = 10,7 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz
KurzschluB-Rickwéartssteilheit
KurzschluB-Vorwartssteilheit

KurzschluB-Ausgangsadmittanz
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BF 195 - BF 255
Min. Typ. Max.
Emitterschaltung
UCE = 10V, IC = 1mA, f = 35 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Qia 13 mS
Cia 25 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥re | 210 T
~%re 80°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | Yie | as mS
i ) 20°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9oa 58 1]
Cpe 186 pF
Emitterschaltung
Upg = 10V, ll: = 1mA, f= 100MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oie 75 mS
Cie 25 pF
KurzschluB-Rickwirtssteilheit Yre 600 ps
-Pe 93°
KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥Yie | 31 mS
9 30°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oae 10 bs
Cos 16 pF
Basisschaltung
Ucg = 10V, Ig = 1 mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oib a3 mS
=bjp 57 ms
KurzschluB-Rickwértssteilheit | Yrp | 480 s
-%p =
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ip | 31 m3
-y 150°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 8ob 12 S
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